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Одним із шляхів одержання матеріалів із заданими параметрами є модифікація хімічного складу відомих високотемпературних надпровідників (ВТНП). Роботи по модифікації хімічного складу оксидних ВТНП проводяться з метою покращення їх хімічних та фізичних властивостей – і мають на меті розширення діапазону їх використання.

На основі оксидних ВТНП ведеться розробка магнітометрів, радіометрів, мікрохвильових резонаторів і т.ін. Важливим напрямком дослідження високотемпературної надпровідності є вивчення фізико – хімічних властивостей ВТНП, а також взаємозв’язку хімічного складу з електрофізичними і магнітними властивостями. Дані подібних досліджень є базовими як при розробці технології одержання матеріалів, так і при фізичному моделюванні явища надпровідності оксидних ВТНП. У зв’язку з цим синтез та дослідження властивостей ВТНП на основі оксидів лужноземельних елементів є на сьогодні актуальним.

Метою даної роботи є синтез та дослідження електрофізичних властивостей ВТНП-матеріалів на основі ітрію та лужноземельних елементів складу YBa2-x SrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7 та вивчення впливу заміщення Ba2+/Sr2+ та Ba2+/Ca2+.

Дані зразки було синтезовано твердофазним методом. Вихідними речовинами для синтезу були порошки BaCO3, SrCO3, CaCO3, CuO, Y2O3, які потім змішували у стехіометричних співвідношеннях, ретельно перетирали і відпалювали у муфельній печі при температурі близько 9000С протягом 48 годин з проміжним перетиранням зразків до зникнення ліній СО32- в ІЧ-спектрах. Далі зразки пресували в таблетки та відпалювали в струмі кисню протягом 12 годин при температурі 8500С.

ІЧ-спектри поглинання продуктів відпалювання записували на спектрофотометрі Spectrum BX FT-IR (Perkin Elmer) в області 1200-1800 см-1, використовуючи методику пресування таблеток КВr.

Фазовий склад та параметри кристалічних граток визначали рентгенографічним методом (ДРОН-3М; СuK( випромінювання с Ni-фільтром). Резистивні властивості одержаних зразків вимірювались стандартним чотириконтактним методом. Для поліпшення контакту на таблетки наносився шар індій-галієвої евтектики. Через зразки пропускався струм з І = 5 мА.
В результаті досліджень було встановлено фазовий склад одержаних сполук, визначено параметри та об’єм кристалічної гратки, вивчено резистивні властивості одержаних складнооксидних надпровідників, визначено їх критичні температури переходу до надпровідного стану. 
Для сполук складу YBa2-x SrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7 було встановлено закономірну зміну параметрів кристалічної гратки та зменшення об’єму елементарної комірки.
